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Après la découverte du graphène en 2004, et ses conséquences dans le domaine des 

nanosciences et nanomatériaux, il est apparu un intérêt croissant pour les matériaux 2D et 

leurs hétérostructures. On peut s’attendre à un impact technologique équivalent à celui 

provoqué dans les années 80 par l’introduction des hétérostructures de semiconducteurs. Plus 

particulièrement, les hétérostructures de graphene (Gr) et de nitrure de bore hexagonal (h-

BN) présentent un grand intérêt pour l’électronique et l’optoélectronique. En effet les deux 

matériaux sont mutuellement compatibles avec un même réseau en nid d’abeille et 

fonctionnellement complémentaires. Le premier, appelé graphène noir, est conducteur comme 

le graphite ; le second est un semi-conducteur grand gap transparent dans le visible, appelé 

graphène blanc. Il a été montré récemment, par des mesures sur des échantillons exfoliés, que 

les propriétés de transport du graphène déposé sur h-BN pouvaient s’approcher des limites 

intrinsèques du Gr [1].  
 

 
 

Figure 1: (a) image par microscopie électronique en transmission (MET) d'un large feuillet de h-BN replié sur 

lui-même ; (b) image en haute résolution (HRTEM) d'une petite zone présentant un Moiré à l'échelle atomique. 

La transformée de Fourier en encart révèle l’empilement de deux couches présentant un angle de rotation relatif 

de 12° ; (c) reconstruction du réseau atomique hexagonal à partir de la FFT. [2] 

 

Notre but ici vise donc à développer et maîtriser la synthèse de films minces de h-BN 

de grande qualité pour servir de substrat pour le dépôt et/ou la croissance épitaxiale de 



graphène haute mobilité. La synthèse est réalisée par voie chimique à partir d’un précurseur 

moléculaire, le borazine (B3N3H6) lui-même polymérisé en polyborazilène (PBN). Une 

originalité de la synthèse repose sur l’additivation du précurseur avec un promoteur de 

cristallisation qui permet d’abaisser la température finale de cristallisation de plusieurs 

centaines de degrés [2,3]. Les cristaux ainsi obtenus, après traitement thermique, présentent 

une grande pureté et une très bonne cristallinité (figure 1). Ces deux paramètres font qu’il est 

alors possible d’exfolier le matériau en nanostructures de haute qualité. La présentation 

propose la caractérisation structurale du matériau massif et exfolié. 
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